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1. Considere o seguinte circuito, em que para todos os transistores bipolares V3= 0,7V, £, =200 e, para o
MOSFET, K=1mA/V?, V,=0,5V e ¥/, = 100 V, e ainda que v, tem valor médio nulo. (Recorde que para um
MOSFET, i, = K (vgs— V;)* na regido de saturagéo.)

NOTA: A indicacdo n x junto de um
BJT significa que a area da sua jungéo
de emissor é n x a area da jungdo de

emissor de um BJT que né&o tenha
indicagdo nenhuma.

a)

b)

c)

Calcule as correntes e tensoes
continuas de T4, T, e T, admitindo
que, em repouso, /o = 0.

Determine a transcondutancia de
cada um desses trés transistores e
comente o interesse de usar a
configuragao T4, Ts e Tg, referindo-se
a utilizagao das resisténcias de 1kQ
e da resisténcia de 50 kQ.
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Identifique a topologia da
realimentacdo, calcule o factor de

realimentacao S e desenhe 0 esquema equivalente do circuito em malha aberta, para pequenos sinais de
médias frequéncias, considerando o efeito de carga (na entrada e na saida) da malha de realimentagao.
(Nota: ndo precisa de substituir os transistores pelos seus modelos.)

ATENCAO : Independentemente dos valores obtidos nas alineas anteriores, tome para as alineas seguintes
g1 =8gm2=20mA/V, g,;=3mA/V e para o factor de realimentagdo o valor numérico de 10. Considere
também, para todos os transistores, r,= 100 kQ.

d) Calcule, em malha fechada, o ganho v,/v,, para pequenos sinais. (Ajuda: admita que a base de T¢ é

e) Calcule, em malha fechada, o valor da resisténcia vista para montante de R; (R na figura).

aproximadamente uma massa virtual).

2. Considere o seguinte circuito, cujos transistores bipolares tém g, =200 e o MOSFET tem K=0,5 mA/V?,
Vi=1V e Cy = Co =2 pF, sendo Ip; = 1,8 mA, Ic; = 1,4 mA e I3 = 12 mA.

a)

b)

c)

Determine o valor do ganho em tenséo
v,/ v;, @s médias frequéncias.

Admitindo que a resposta as BF ¢
exclusivamente condicionada por C,,
esboce o tragado de Bode, devidamente
cotado, da amplitude do ganho, na
transigdo das BF para as MF, e indique o
valor da frequéncia inferior de corte, .

Determine a contribuicdo de T4 para o
primeiro pdlo, as altas frequéncias.

3. Considere o projecto de um circuito de
comando para um tiristor. Discuta as caracteristicas do circuito de porta de modo a garantir uma apropriada
entrada em condugéo do tiristor, quando inserido num ramo de circuito com elevado di /dt.
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4. Considere um circuito de controlo da poténcia em corrente continua fornecida a uma carga R, L baseado no
funcionamento de um transistor MOSFET de poténcia. Apresente um esquema de um circuito deste tipo;
discuta a aplicagao deste tipo de transistor versus um outro semicondutor seleccionado de entre os que
estudou e que entenda apropriado a esta aplicagao.



